
ХАРДВЕР 

ИН МЕМОРИАМ 
Кому му е потребен refresh и како тоа меморијата ја мериме во нано секунди? 

Гунтер Кубе 

Денес веќе R на св. Петар му е 
совршено јасно дека 1 бајт е состанен од 
R бита. Затоа. да видиме што се Ј,.'Ј)Ие 
позади секој од тие 8 бита. БитО'Г како 
носител на најмалата можна информа­
ција досега бил заnиmува.н на многу 
различни вачи1-1и . 1ш•rнувајќи од бушење 
на некакви -карnхци. па се до примена на 

хологр;афска техника на фотографи­
рање. Засе1·а ќе се задржиме само на 
на'!Инот на имплемсН'У'llр::tЊе на инте­

гралната технолоГПЈа на овој план. 

Можеби наслuвот е малку морбиден 
но доколку ѕирнеме под слојот граф ат на 
некоЈ мемориски чип сигурно ќе се 
убедиме дека не е се толку ЦрНО. Јасно, 
постои и друr, помалку агресивен наЧ'f!н, 

за запознавнње на инфраструктурата на 
нешто што на нас сите ни е познато под 

името RАМ. Еден од поедноставните нa­

ч1rnn е токму овој текст. 

транзисторите, а не се користат самите 

кондезатори. Одговорот е дека многу 
поедноставно и поекономично е дн се 

интегрираат транзистори, отколку кон­

дензатори. 

ЗЈЈачи секоја лоrnчка единица ќе бице 
преставена со одредено количество ел.ех­

тричес1'Во содржано во соодветниот кон­

нензатор, а секоја 11ог1Nка нула. аналогно 
на ова, ќе биде преставена со отсуство ш.1 
истото. Ако сакаме да запишеме лоrнчки 
сдншџ1 на некоја адреса доволно е ·~а 
кратко време да доведеме напон на еле"К­

тродите на соодветниот кондензатор. 

Но дали i:: се толку просто'! 

Познавајќи ги особинwrе на конден­
·;1аторtУr може м11огу песно да се дојде до 
заклучок де:ка заппшанттот бит на nрет­
ходноспоменатиотна•пm нема цолrо вре­

ме да "остане" таму. Сигурно е дека ко:н:­
дензаторот со тек на време ќе почне да се 
празни низ некоја отпорност во коЛ<УЈ'О. 
Значи после некое време заmm1ан11те 
информации веќе нема да бидат валиднтr. 

транспарентно за корисникот) Главниот 
недостаток нaDRAM·OT е Н<;;ВОЗМОЖНО<.'Та 
за читање и пmuување во, односно од, 

ќелијата за време на освежувањето (ред 
на величина од милијардити делови од 
секундата). 

Пос'ТоЈат понеќе параметри кои нrro 
jn карактеризираат брзината на DRЛМ­
от tнаЈчесто станува 1боr за средни 
вре1(Ности) , но најмеродавсн се чиш1 дека 
е lRAC (l~ow Лсссѕѕ Tiinc), кој што веќе 
пасетув11те. се изр11·$уt1<1во11ѕ (1н1н.ос1.:кун­
ди). tRAC rrретст11вува нреме помеѓу мо­
ментотна сетирање 1н1 бараниот рt:д ( вид11 
слика 1) и појавувањето на сuодветниот 
нодаток нн data l1us-11т 

Интс;ресно е да се напомене дека кај 
DRAM-oви•re се користат петите пинови 
'ја селектирање и на рt:довитс иколонптt.: . 

Ова е возможно eu оглед нn ro<1 дека 
;rина1.mчката меморија u оргсuпвиранu 
па прmпџтп на редови п колонп, а нивното 

адресирање i;; временски \1у;rrиплекСЈ1-

р111iо. 

Вп основа постојат два вида на 
меморmi: DRAM и SRAM. Почетни'rе 
буква стојат за dynamic и static, ресnек­
тивно. Ј lo да по•шеме по ред. 

Сигурно ја имате ... 
Решението на оној nrоблем .-------------------------, 
ro наоtаме токму во претход-
ната реченица: " .. лосле нe-

DRAM или ако си кате - дпнаМ1тчка кое време ... ". Значи., nотреб- адресна пини/а 
меморија (во стручната литературата но е постојано Jl.it се одпожу- за чwrt11t>e 
може да ја сретнете како цпкличка, па 1:1а моментот кога з1ш:шш1-
дури 1·1 како сеКIЈенцијална меморија). I:l.ИOT податок .неnоврнтно се 
сепак 3вуч11 ни некој начин неубедтmо. rуби. Овој процес се вика rс-

Што е то11 џrro ја карактеризира ме- fresh, односно, освежување. 
моријнтакакодинами:чка? Патукаmmrго Сега веќе имаме довол­
не се врти, н 11111то не се движи н11ту ш1к но знаење како би можеле 
битот се "шета" од една на друга адреса 
!? Точно, ништо од тоа. но неnп() сеnак да ro коМIШстирамс целиот 

;'жиnmен" циклус на секој 
МОРА да се менувн. динамички зamimaн бит. Се 

Да се лотсетиме малку на некои ос- договараме за некоја (ми-
--1 

1 
1 -но1нш nоими од областа на транзистор- нимаЈЈ}lа) вредност на наnо- адресна 11иниЈа 

е-ката елсктроНИЈ<а. Како една од пекол- нот R<t копдензаторот над _2_г,_ѕ111<_w ... у_еа_н.е_-1---------------1-­
куте позначајни неrа·rивни особшm кои која што посебна одлучу-
ruто rи поседува секој транзистор фи:гу- nачка електроника истата ќе 
рира и паразитнат11 капацитативност. ја протолкува како логичка 

Вакватн појава го ограничува фреквен- ециница и како таква ќе ја 

'11\НИја 38 

епиwуеање 

:~11нија..за 

чита.ње 

т1п1от опсег во кој што траI1зnсторот постави на располагање на Слтса 1. Ме.мориска ќелија 1<ај DRAM мeAmpujmYia 
може д;~ р;~боти со"полна пареа"· односно data bus-oт. Го оnредепуnаме времето во На слика 1 е д11дена шема н11 типична 
воведуиа некојнсиграничнн фреквенцаја. кое напонот во кондензаторот ја задржу- мемориска ќt:лија заснована на 1111разптна 
а и рен други негативности„ ва вредноста над претходно дефинирана- капацитативаост на управувачхата елек-

Но, (0011 е едно големо НО). токму та. минимална вредност. Во овој период трода на МОЅ транзисторот. Информа­
оваа "слабост" на транзисторот успешно мемориската ќеш~ја целосно lill е на рас- цијата е сочувана во замисленото коn­
се искористув:-~ 'Ја изработуnање на носи- полагање. По истекот на на ова времt:, цен:шторче коt: тто е прик:;~жанп со ис­
теmтте на информација во цинамичката кондснзаторот го пр<1ќаме на заслужен прекината тrнпја. Tи1llf'.maтa вредност 
меморија - кондензаторитс. одмор (precl1arge time), со те>!! што, во неп> на потребната -капацитнттrоност е екс-

Некој ќе си по~шслu - ла зошто се запишаната вредност се отчитува и nов- тремно мала и е од редот н11 40-11на fF 
користи пнразитнатн капацип1тnност кај торно се запишува (се разбира, сосема (фемnтофаради). 
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Доколку nринцппот на работа на 
DRAМ-01· не ни прсставуваше некој по­
себен nроблем. приницот на работа на 
SR.Alvt-oт ќе ни се •rmm уште nосдиос­
тавен. 

Не се ЅRАМете, прочитајте 
и за него 

За момент (п<tк) ца и се вратиме на 
електрониката . Ни секој кој барем малку 
се знЈrимавал со оваа област името биста­
билсн мy.rrnmиfipaтop б11 требало СЕ да 
му каже! За оние другите ќе се обидеме, 
накратко. да објасниме за што станува 
збор. Мемориската ќелпја ја сочинуваат 
пар транзЈtt."I'ори кои urтo се спреrнати на 

таков на •mн (слика 2) кој urro нп овозмо­
жува во секое време, со голема брзина, 
едниот да ru зако'<!име, а другиот да го 

доведеме во заситување. Поимите "зако­
•1ен" и '·заситен" транзистор мuже1·е сло­
бодно да ги замевите cu поимите "отв~ 
рен" и "затворен'' црекинувач. Доколку 
се договориме едниот од нив (потполно е 
ирелеватно кој!) со своите две со<--тојби 
да mт означува логичка ецница и логичка 

нула - сме добиле меморија од 1 бит. 
Главната предност иа овој тип ме­

морија е нсјзnната брзша и едноставнос­
та на у11рнвувачка електроника. 

Брзина - затоа што информадиЈатн е 
запишана llOC'fojaнo и ќе се промени само 
no нише барање, а едноставност - затоа 
што токму тоа менување ( сетирање и 
рссстирање) се сведува само на избирање 
н.а мсмориската ќелија (види: слика 2, 
адресна шmпја) и довецувење напон на 
одредено !1-tес."Го во колото (види: СЛЈU<а 2, 

mmии за пm:пување ) . 

Постојат две изведби на 
МОЅ статичкwrе меморпи -
еднострани и двострани, во 

зависност од тоа дали едниот 

или и двата транзистори од 

бистабилот учествуваат во 
читањето и запишувањето 

на битот. Едностранитс 
обезбедуваат поголема гус­
тина на интегрирање(читај: 
11оаискацена), а двостраните 

._.. пониски напони на нanojy-~ 
обезбедуваат поголема си­
гурност на записот при 

,_n_••_•J~•.,.__,._ _____ __________ _.__ EHt.J-be (ова е се повеќе во 

Слшw 2. Мемориска ќелија кај SRAM ,11eмopujail1.o 

Q: К;1к 1 i д ·н: 

\ : 

\ : 

тренд). 

Кај сrапrч:t<Ите мемори:и 
во биnоларна изведба се 

користат (обични) биполарпи трапзис­
тори. наместо МОЅ. Главш\ каракте­
ристика на мемориите со биnоларни бис­
табили е иивна1'а брзина бидејќи преод­

ниот режим на бШiоларниот транзистор 
е временски пократок. Во однос па МОЅ 
техниката тие се поскапи и се со пuмал 

капацитетот, како послед1ш;а од понис­

киот степен на интеграција. 

ДI.tнамичката меморија не се израбо­
тува во биполарна т~::хника . 

И на крај, се разбира, 
епитасb 

Веднаш се наметнува прашањето -
која мемори,iа е подобра? Одговорот е -
ниедна! Кога едната би била секогаш 
подобр<~ , другата воопшто не би ни 
посто~::ла . 

DRАМ-от е побавен, но е екон.омск.п 
поприфатлив. ЅRАМ-от е побрз но е пос­

кап. Затоа се користат и Д13ет~:: мемории.. 
На прпмер, cacl1e меморијата обЗDс:.шо е 
во SRAM изведба. Од неа се бара голема 
брзина, а не се потребни l'олеми мсмо­
риски капацитети (типична вредност на 
cashe меморија за процесорот i80386 е 64-
128 КБ), а кога ќе се каже цека некој 
систем е опрсменсо4,8„.64МВмеморија, 
повеќе од сигурно е дека станува збор за 

DRAM. 
Како и да е, во (брзината на) мемо­

ријата вред:и да се инnестир.~, ако tttttrггo 
друго. емпириски е покажано дека н11јrп­
лем дел од операците на процесорот се 

сnедува.~т на копирање ипформmџm од 

една на друга адреса . ~ 
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